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(54) 액정 표시 장치용 기판 및 그 제조 방법

요약

본 발명은 액정 표시 장치용 기판 및 그 제조 방법에 관한 것으로, 휘도를 높이기 위하여, 화소 전극의 하부에 위치하

는 절연막 부분을 제거하거나 그의 두께를 줄인다. 본 발명에 따른 액정 표시 장치용 기판에는, 기판 위에 게이트선 및

게이트 전극을 포함하는 게이트 배선이 형성되어 있고, 게이트 절연막이 게이트 배선을 덮고 있으며, 게이트 절연막 

위에 반도체 패턴이 형성되어 있다. 게이트 절연막 위에는 게이트선에 교차하게 위치하는 데이터선, 데이터선에 연결

되어 반도체 패턴에 전기적으로 연결되는 소스 전극 및 소스 전극에 대응하여 반도체 패턴에 전기적으로 연결되는 드

레인 전극을 포함하는 데이터 배선이 형성되어 있다. 보호막이 이들 데이터 배선 및 반도체 패턴을 덮고 있으며, 보호

막에는 드레인 전극을 드러내는 접촉 구멍이 형성되어 있다. 그리고, 화소 전극이 이 접촉 구멍을 통하여 드레인 전극

에 연결되어 있다. 보호막 및 게이트 절연막 중의 적어도 하나는 개구부를 가지며, 이 개구부는 화소 전극과 중첩한다.

대표도

도 1

색인어

액정 표시 장치용 기판, 투과율, 휘도, 절연막, 개구부

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치용 기판의 배치도이고,

도 2는 도 1에 보인 절단선 Ⅱ-Ⅱ'에 따른 기판의 단면도이고,
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도 3a는 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치용 기판을 제조하기 위한 첫 번째 단계에서의 기판의 배치도이

고,

도 3b는 도 3a에 보인 절단선 Ⅲb-Ⅲb'에 따른 기판의 단면도이고,

도 4a는 도 3a의 다음 제조 단계에서의 기판의 배치도이고,

도 4b는 도 4a에 보인 절단선 Ⅳb-Ⅳb'에 따른 기판의 단면도이고,

도 5a는 도 4a의 다음 제조 단계에서의 기판의 배치도이고,

도 5b는 도 5a에 보인 절단선 Ⅴb-Ⅴb'에 따른 기판의 단면도이고,

도 6a는 도 5a의 다음 제조 단계에서의 기판의 배치도이고,

도 6b는 도 6a에 보인 절단선 Ⅵb-Ⅵb'에 따른 기판의 단면도이고,

도 7은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치용 기판의 다른 단면도이고,

도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 기판의 배치도이고,

도 9는 도 8에 보인 절단선 Ⅸ-Ⅸ'에 따른 기판의 단면도이고,

도 10a는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 기판을 제조하기 위한 첫 번째 단계에서의 기판의 배치도이

고,

도 10b는 도 10a에 보인 절단선 Ⅹb-Ⅹb'에 따른 기판의 단면도이고,

도 11a는 도 10a의 다음 제조 단계에서의 기판의 배치도이고,

도 11b는 도 11a에 보인 절단선 ⅩⅠb-ⅩⅠb'에 따른 기판의 단면도이고,

도 12a는 도 11a의 다음 제조 단계에서의 기판의 배치도이고,

도 12b는 도 12a에 보인 절단선 ⅩⅡb-ⅩⅡb'에 따른 기판의 단면도이고,

도 13a는 도 12a의 다음 제조 단계에서의 기판의 배치도이고,

도 13b는 도 13a에 보인 절단선 ⅩⅢb-ⅩⅢb'에 따른 기판의 단면도이고,

도 14는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 기판의 다른 단면도이고,

도 15는 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치용 기판의 단면도이고,

도 16 내지 도 20은 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치용 기판을 제조하기 위한 중간 단계에서의 기판의 

단면도이고,

도 21은 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치용 기판의 단면도이다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
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본 발명은 액정 표시 장치용 기판 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

액정 표시 장치는 전극이 형성되어 있는 상부 및 하부 기판과 그 사이에 주 입되어 있는 액정 물질로 구성되어 있다. 

이러한 액정 표시 장치는 두 기판 사이에 주입되어 있는 액정 물질에 전극을 이용하여 전계를 인가하고, 이 전계의 세

기를 조절하여 기판에 투과되는 빛의 양을 조절함으로써 화상을 표시한다.

액정 표시 장치의 제조 공정은 하부 기판 제작 공정, 상부 기판 제작 공정, 액정셀 제작 공정 및 모듈 공정을 통하여 

이루어진다. 이 중, 하부 기판 제작 공정은 반도체 제작 공정과 유사하며, 증착 및 사진 식각 공정을 반복하여 유리 기

판 위에 다수개의 소자를 배열하여 제작한다.

액정 표시 장치의 두 기판 중 하부 기판에는 다수개의 게이트선 및 다수개의 데이터선이 교차하여 화소 영역을 다수

개 정의하고 있다. 화소 영역 각각에는 게이트선 및 데이터선에 전기적으로 연결되는 박막 트랜지스터 및 박막 트랜

지스터에 전기적으로 연결되는 화소 전극이 형성되어 있다. 여기서, 전기 배선인 게이트선, 데이터선 및 화소 전극 각

각은 절연막에 의해 절연되어 있다.

그러나, 이러한 구조의 액정 표시 장치에서 하부 기판의 뒷면에 부착된 백라이트에서 나오는 빛이 화소 전극을 통과

하기 위해서는 이들 다중층의 절연막을 통과해야 한다. 이와 같이, 다중층의 절연막을 통과하는 빛은 각 절연막에서의

굴절, 반사 및 흡수 등에 의해 그 세기가 약해지게 된다. 그 결과 화소 전극을 투과하는 빛의 투과율이 낮아져 액정 표

시 장치의 휘도가 저하된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 액정 표시 장치의 휘도를 높이고자 한다.

발명의 구성 및 작용

본 발명은 이러한 기술적 과제를 해결하기 위하여, 화소 전극의 하부에 위치하는 절연막 부분을 제거하거나, 그의 두

께를 줄인다.

구체적으로 본 발명에 따른 액정 표시 장치용 기판에는, 기판 위에 게이트선 및 게이트 전극을 포함하는 게이트 배선

이 형성되어 있고, 게이트 절연막이 게이트 배선을 덮고 있으며, 게이트 절연막 위에 반도체 패턴이 형성되어 있다. 게

이트 절연막 위에는 게이트선에 교차하게 위치하는 데이터선, 데이터선에 연결되어 반도체 패턴에 전기적으로 연결

되는 소스 전극 및 소스 전극에 대응하여 반도체 패턴에 전기적으로 연결되는 드레인 전극을 포함하는 데이터 배선이

형성되어 있다. 보호막이 이들 데이터 배선 및 반도체 패턴을 덮고 있으며, 보호막에는 드레인 전극을 드러내는 접촉 

구멍이 형성되어 있다. 그리고, 화소 전극이 이 접촉 구멍을 통하여 드레인 전극에 연결되어 있다. 보호막 및 게이트 

절연막 중의 적어도 하나는 개구부를 가지며, 이 개구부는 화소 전극과 중첩한다.

여기서, 보호막 및 게이트 절연막은 각각 개구부를 가질 수 있으며, 반도체 패턴은 비정질 규소로 형성될 수 있다.

또한, 본 발명에 따른 액정 표시 장치용 기판은, 기판 위에 도전형 불순물의 도핑 영역인 소스 영역 및 드레인 영역과 

도전형 불순물의 비도핑 영역인 채널 영역을 가지는 반도체 패턴이 형성되어 있고, 게이트 절연막이 반도체 패턴을 

덮고 있다. 게이트 절연막 위에는 게이트선 및 게이트선에서 연장되어 있고 채널 영역의 상부에 위치하는 게이트 전

극을 포함하는 게이트 배선이 형성되어 있고, 층간 절연막이 게이트 배선을 덮고 있다. 층간 절연막 및 게이트 절연막

에는 소스 영역 및 드레인 영역을 드러내는 제1 및 제2 접촉 구멍이 각각 형성되어 있다. 층간 절연막 위에는 게이트

선에 교차하게 위치하는 데이터선, 데이터선에 연결되어 제1 접촉 구멍을 통하여 소스 영역에 연결되는 소스 전극 및 

제2 접촉 구멍을 통하여 드레인 영역에 연결되는 드레인 전극을 포함하는 데이터 배선이 형성되어 있고, 보호막이 데

이터 배선을 덮고 있다. 보호막에 드레인 전극을 드러내는 제3 접촉 구멍이 형성되어 있고, 화소 전극이 3 접촉 구멍

을 통하여 드레인 전극에 연결되어 있다. 보호막, 층간 절연막 및 게이트 절연막 중의 적어도 하나는 개구부를 가지며,

개구부는 화소 전극과 중첩한다.

여기서, 게이트 절연막, 층간 절연막 및 보호막은 각각 개구부가 가질 수 있으며, 반도체 패턴은 다결정 규소로 형성될

수 있다.

또한, 본 발명에 따른 액정 표시 장치는, 기판 위에 게이트선 및 게이트 전극을 포함하는 게이트 배선이 형성되어 있

고, 게이트 절연막이 게이트 배선을 덮고 있으며, 반도체 패턴이 게이트 절연막 위에 형성되어 있다. 또한, 게이트 절

연막 위에는 게이트선에 교차하게 위치하는 데이터선, 데이터선에 연결되어 반도체 패턴에 전기적으로 연결되는 소스
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전극 및 소스 전극에 대응하여 반도체 패턴에 전기적으로 연결되는 드레인 전극을 포함하는 데이터 배선이 형성되어 

있다. 그리고, 보호막이 데이터 배선 및 반도체 패턴을 덮고 있으며, 보호막에는 드레인 전극을 드러내는 접촉 구멍이 

형성되어 있다. 이 접촉 구멍을 통하여 드레인 전극에 화소 전극이 연결되어 있다. 그리고, 보호막 및 게이트 절연막 

중의 적어도 하나는 화소 전극과 중첩하는 부분이 다른 부분보다 얇은 두께를 가진다.

여기서, 반도체 패턴은 비정질 규소로 형성될 수 있다.

또한, 본 발명에 따른 액정 표시 장치는, 기판 위에 도전형 불순물의 도핑 영역인 소스 영역 및 드레인 영역과 도전형 

불순물의 비도핑 영역인 채널 영역을 가지는 반도체 패턴이 형성되어 있고, 게이트 절연막이 반도체 패턴을 덮고 있

다. 게이트 절연막 위에는 게이트선 및 게이트선에서 연장되어 있고 채널 영역의 상부에 위치하는 게이트 전극을 포

함하는 게이트 배선이 형성되어 있고, 층간 절연막이 게이트 배선을 덮고 있다. 층간 절연막 및 게이트 절연막에는 소

스 영역 및 드레인 영역을 드러내는 제1 및 제2 접촉 구멍이 형성되어 있고, 층간 절연막 위에는 게이트선에 교차하게

위치하는 데이터선, 데이터선에 연결되어 제1 접촉 구멍을 통하여 소스 영역에 연결되는 소스 전극 및 제2 접촉 구멍

을 통하여 드레인 영역에 연결되는 드레인 전극을 포함하는 데이터 배선이 형성되어 있다. 이러한 데이터 배선을 보

호막이 덮고 있으며, 보호막에는 드레인 전극을 드러내는 제3 접촉 구멍이 형성되어 있고, 제3 접촉 구멍을 통하여 드

레인 전극에 화소 전극이 연결되어 있다. 그리고, 보호막, 층간 절연막 및 게이트 절연막 중의 적어도 하나는 화소 전

극과 중첩하는 부분이 다른 부분보다 얇은 두께를 가진다.

여기서, 반도체 패턴은 다결정 규소로 형성될 수 있다.

또한, 본 발명에 따른 액정 표시 장치를 제조하기 위하여, 우선, 기판 위에 형성되는 게이트선 및 게이트 전극을 포함

하는 게이트 배선을 형성한다. 이어, 게이트 배선을 덮는 게이트 절연막을 형성한 후, 게이트 절연막 위에 반도체 패턴

을 형성한다. 이어, 게이트 절연막 중 광이 투과하는 영역에 해당하는 부분의 상부 일부를 제거한다. 다음, 게이트 절

연막 위에 게이트선에 교차하게 위치하는 데이터선, 데이터선에 연결되어 반도체 패턴에 전기적으로 연결되는 소스 

전극 및 소스 전극에 대응하여 반도체 패턴에 전기적으로 연결되는 드레인 전극을 포함하는 데이터 배선을 형성한다.

이어, 데이터 배선 및 반도체 패턴을 덮는 보호막을 형성한 후, 보호막에 드레인 전극을 드러내는 접촉 구멍을 형성한

다. 다음, 접촉 구멍을 통하여 드레인 전극에 연결되어 있는 화소 전극을 형성한다.

이 때, 반도체 패턴을 형성하는 단계와 게이트 절연막의 상부 일부를 제거하는 단계는 하나의 반투과형 마스크를 사

용하여 진행할 수 있다.

여기서, 접촉 구멍을 형성한 후, 보호막 중 광이 투과하는 영역에 해당하는 부분의 상부 일부를 제거하는 단계를 더 

포함할 수 있는데, 접촉 구멍을 형성하는 단계와 보호막의 상부 일부를 제거하는 단계는 하나의 반투과형 마스크를 

사용하여 진행할 수 있다.

또한, 본 발명에 따른 액정 표시 장치를 제조하기 위하여, 우선, 기판 위에 반도체 패턴을 형성한 후, 반도체 패턴을 덮

는 게이트 절연막을 형성한다. 이어, 게이트 절연막 중 광이 투과하는 영역에 해당하는 부분의 상부 일부를 제거한다. 

다음, 게이트 절연막 위에 형성되는 게이트선 및 게이트선에서 연장되어 있고 반도체 패턴 위에 위치하는 게이트 전

극을 포함하는 게이트 배선을 형성한 후, 게이트 전극을 마스크로 반도체 패턴에 불순물을 도핑하여 반도체 패턴에 

소스 영역 및 드레인 영역을 형성한다. 다음, 게이트 배선을 덮는 층간 절연막을 형성한 후, 층간 절연막 및 게이트 절

연막에 소스 영역 및 드레인 영역을 드러내는 제1 및 제2 접촉 구멍을 형성한다. 이어, 층간 절연막 위에 게이트선에 

교차하게 위치하는 데이터선, 데이터선에 연결되어 제1 접촉 구멍을 통하여 소스 영역에 연결되는 소스 전극 및 제2 

접촉 구멍을 통하여 드레인 영역에 연결되는 드레인 전극을 포함하는 데이터 배선을 형성한다. 다음, 데이터 배선을 

덮는 보호막을 형성한 후, 보호막에 드레인 전극을 드러내는 제3 접촉 구멍을 형성한다. 이어, 제3 접촉 구멍을 통하

여 드레인 전극에 연결되어 있는 화소 전극을 형성한다.

이 때, 제1 및 제2 접촉 구멍을 형성한 후, 층간 절연막 중 광이 투과하는 영역에 해당하는 부분의 상부 일부를 제거하

는 단계를 더 포함할 수 있는데, 제1 및 제2 접촉 구멍을 형성하는 단계와 층간 절연막의 상부 일부를 제거하는 단계

는 하나의 반투과형 마스크를 사용하여 진행할 수 있다.

또한, 제3 접촉 구멍을 형성한 후, 보호막 중 광이 투과하는 영역에 해당하는 부분의 상부 일부를 제거하는 단계를 더 

포함할 수 있는데, 제3 접촉 구멍을 형성하는 단계와 보호막의 상부 일부를 제거하는 단계는 하나의 반투과형 마스크

를 사용하여 진행할 수 있다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 상세히 설명한다.

도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정 표시 장치용 기판의 배치도를 나타낸 것이고, 도 2는 도 1에 보인 절단선 

Ⅱ-Ⅱ'에 따른 기판의 단면도이다.
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절연 기판(10) 위에 가로 방향으로 뻗어 있는 게이트선(22), 게이트선(22)에서 돌출되는 게이트 전극(24)을 포함하는

게이트 배선(22, 24)이 형성되어 있다.

이러한 게이트 배선(22, 24)은 알루미늄 또는 알루미늄 합금, 크롬 또는 크 롬 합금, 몰리브덴 또는 몰리브덴 합금 등

과 같은 금속 물질로 형성되며, 1500∼3500Å 두께를 가진다. 게이트 배선(22, 24)은 단일층 이외에 이중층 이상의 

층구조로 형성될 수 있는데, 이 경우에는 적어도 하나의 층을 저저항 특성이 있는 물질로 형성하는 것이 바람직하다.

절연 기판(10) 위에는 질화 규소 따위로 이루어진 2500∼4000Å 두께의 게이트 절연막(30)이 게이트 배선(22, 24)

을 덮고 있다.

게이트 절연막(30) 위에는 비정질 규소와 같은 반도체 물질로 이루어진 800∼1500Å 두께의 반도체 패턴(42)이 형

성되어 있고, 반도체 패턴(42) 위에는 도전형 불순물이 고농도로 도핑되어 있는 비정질 규소와 같은 불순물이 도핑된 

반도체 물질로 이루어진 500∼800Å 두께의 저항성 접촉층(55, 56)이 형성되어 있다.

게이트 절연막(30) 위에는 게이트선(22)에 교차하면서 세로 방향으로 뻗어 있어 화소 영역을 정의하는 데이터선(62),

데이터선(62)에서 돌출되어 있고 하나의 저항성 접촉층(55)에 접촉되어 있는 소스 전극(65), 소스 전극(65)에 대응하

고 다른 하나의 저항성 접촉층(56)에 접촉되어 있는 드레인 전극(66)을 포함하는 데이터 배선(62, 65, 66)이 형성되

어 있다.

이러한 데이터 배선(62, 65, 66)은 알루미늄 또는 알루미늄 합금, 크롬 또는 크롬 합금, 몰리브덴 또는 몰리브덴 합금 

등과 같은 금속 물질을 사용하여 1500∼3500Å 두께로 형성되어 있다. 데이터 배선(62, 65, 66)은 단일층 이외에 이

중층 이상의 층구조로 형성될 수 있는데, 이 경우에는 적어도 하나의 층을 저저항 특성이 있는 물질로 형성하는 것이 

바람직하다.

게이트 절연막(30) 위에는 질화 규소 등과 같은 절연 물질로 이루어진 보호막(70)이 이러한 데이터 배선(62, 65, 66) 

및 반도체 패턴(42)을 덮고 있다.

보호막(70)에는 드레인 전극(66)을 드러내는 접촉 구멍(72)이 형성되어 있다. 또한, 보호막(70)과 게이트 절연막(30)

에는 게이트 배선(22, 24), 데이터 배선(62. 65, 66) 및 반도체 패턴(42)으로 둘러싸여 있고 액정 표시 장치의 구동시 

후술하는 화소 전극(82)을 통하여 빛이 투과되는 영역(이하, '투과창 영역'이라 함)의 절연 기판(10) 부분을 드러내는 

개구부(P)가 형성되어 있다.

보호막(70) 위에는 접촉 구멍(72)을 통하여 드레인 전극(66)에 접촉하는 화소 전극(82)이 형성되어 있다. 화소 전극(

82)은 ITO 또는 IZO와 같은 투명 도전 물질을 사용하여 500∼1500Å 두께로 형성되어 있다. 이 때, 화소 전극(82)은

개구부(P)를 통하여 드러난 절연 기판(10)에 직접 접하고 있다.

이러한 구조로 인하여, 절연 기판(10)의 후면에 부착되는 백라이트(도시하지 않음)에서 나오는 빛은 절연 기판(10)만

을 통과한 후, 바로 화소 전극(82)을 투과하기 때문에 투과율이 높다. 따라서, 고휘도를 달성할 수 있다.

그러면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 박막 트랜지스터 기판의 제조 방법에 대하여 앞서의 도 3a 내지 도 6b와 앞서의

도 1 및 도 2를 참조하여 설명한다.

먼저, 도 3a 및 도 3b에 도시한 바와 같이, 절연 기판(10) 위에 게이트 배선용 금속층을 증착한 후, 이 금속층을 사진 

식각 공정으로 패터닝하여 게이트선(22) 및 게이트 전극(24)을 포함하는 게이트 배선(22, 24)을 형성한다,.

다음, 도 4a 및 도 4b에 도시한 바와 같이, 게이트 배선(22, 24)을 포함하는 기판의 노출된 전면에 질화 규소 등과 같

은 절연 물질을 증착하여 게이트 절연막(30)을 형성한다.

이어, 게이트 절연막(30) 위에 비정질 규소층 및 도전형 불순물이 도핑된 비정질 규소층을 연속적으로 증착한 후, 이 

두 규소층을 사진 식각 공정으로 패터닝하여 저항성 접촉층 패턴(52) 및 반도체 패턴(42)을 형성한다.

다음, 도 5a 및 도 5b에 도시한 바와 같이, 저항성 접촉층 패턴(52) 및 반도체 패턴(42)이 형성된 기판의 전면에 데이

터 배선용 금속층을 증착한 후, 이 금속층을 사진 식각 공정으로 패터닝하여 데이터선(62), 소스 전극(65) 및 드레인 

전극(66)을 포함하는 데이터 배선(62, 65, 66)을 형성한다.

이어, 소스 전극(65) 및 드레인 전극(66)을 마스크로하여 저항성 접촉층 패턴(52)을 식각하여 두 개의 저항성 접촉층(

55, 56)으로 분리한다.
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다음, 도 6a 및 도 6b에 도시한 바와 같이, 데이터 배선(62, 65, 66)이 형성된 기판의 전면에 질화 규소 등과 같은 절

연 물질을 증착하여 보호막(70)을 형성한다.

이어, 보호막(70)과 게이트 절연막(30)을 사진 식각 공정으로 패터닝하여 드레인 전극(66)을 드러내는 접촉 구멍(72)

및 게이트 배선(22, 24), 데이터 배선(62, 65, 66) 및 반도체 패턴(42)으로 둘러싸인 영역 즉, 투과창 영역의 절연 기

판(10) 부분을 드러내는 개구부(P)를 형성한다. 이 때, 접촉 구멍(72)은 보호막(70)을 식각하여 형성하고, 개구부(P)

는 보호막(70) 및 게이트 절연막(30)으로 이루어진 2중층의 절연막(30, 70)을 식각하여 형성한다.

다음, 도 1 및 도 2에 도시한 바와 같이, 접촉 구멍(72) 및 개구부(P)가 형성된 기판의 전면에 ITO 또는 IZO와 같은 

투명 도전층을 증착한 후, 이 투명 도전층을 사진 식각 공정으로 패터닝하여 화소 전극(82)을 형성한다. 화소 전극(82

)은 접촉 구멍(72)을 통하여 드레인 전극(66)에 연결되어 있으며, 개구부(P)를 통하여 화소 영역 내부에서 절연 기판(

10)에 직접 접하고 있다.

상술된 실시예는 화소 전극(82) 하단에 위치하는 두층의 절연막인 게이트 절연막(30) 및 보호막(70)을 모두 제거하는

구성을 보여준다. 그러나, 이들 절연막(30, 70) 중 하나의 절연막만을 제거하여도 액정 표시 장치용 기판의 휘도를 높

일 수 있다.

예를 들어, 도 7에 도시한 바와 같이, 화소 전극(82)의 하단부에 위치하는 게이트 절연막(30)만을 제거할 수 있다. 도 

7에 보인 액정 표시 장치용 기판에는, 게이트 절연막(30)에 게이트 배선(22, 24), 데이터 배선(62. 65, 66) 및 반도체 

패턴(42)으로 둘러싸인 영역 즉, 투과창 영역의 절연 기판(10) 부분을 드러내는 개구부(P)가 형성되어 있다. 그리고, 

보호막(70)은 이 개구부(P)를 포함하여 기판 전면을 덮고 있으며, 접촉 구멍(72)을 통하여 드레인 전극(66)에 연결된 

화소 전극(82)이 보호막(70) 위에 형성되어 있다. 이 때, 보호막(70)은 기판의 평탄화를 위하여, 질화 규소 대신, 아크

릴 수지 등과 같은 유기 절연 물질로 형성하는 것이 바람직하다.

이러한 액정 표시 장치용 기판을 제조하는 방법은 상술한 제조 공정과 유사하다.

도 4a 및 도 4b에 도시한 바와 같이, 절연 기판(10) 위에 게이트 배선(22, 24), 반도체 패턴(42) 및 저항성 접촉층 패

턴(52)을 형성한 후에, 게이트 절연막(30)에 개구부(P)를 형성한다. 이어, 데이터 배선(62, 65, 66) 및 보호막(70)을 

형성하고, 보호막(70)에 드레인 전극(66)을 드러내는 접촉 구멍(72)을 형성한 후, 보호막(70) 위에 드레인 전극(66)에

접촉하는 화소 전극(82)을 형성한다. 이 때, 보호막(70) 및 화소 전극(82)은 게이트 절연막(30)에 형성된 개구부(P)를

덮게 된다.

혹은, 데이터 배선(62, 65, 66)까지 형성한 후에 게이트 절연막(30)에 개구부(P)를 형성할 수 있다.

도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 기판의 배치도이고, 도 9는 도 8에 보인 절단선 Ⅹ-Ⅹ'에 따른

기판의 단면도이다.

절연 기판(100) 위에 다결정 규소로 이루어진 반도체 패턴(110)이 형성되어 있다. 반도체 패턴(110)은 도전형 불순

물이 도핑되어 정의된 소스 영역(S) 및 드레인 영역(D)과 도전형 불순물이 도핑되어 있지 않는 채널 영역(C)을 가지

고 있다.

또한, 절연 기판(10) 위에는 이러한 반도체 패턴(110)을 덮는 질화 규소 또는 산화 규소로 이루어진 게이트 절연막(1

20)이 형성되어 있다.

게이트 절연막(120) 위에는 가로 방향으로 뻗어 있는 게이트선(132), 게이트선(132)에서 돌출되는 게이트 전극(134)

을 포함하는 게이트 배선(132, 134)이 형성되어 있다. 게이트 전극(134)은 반도체 패턴(110)의 채널 영역(C) 상에 위

치하고 있다.

이러한 게이트 배선(132, 134)은 알루미늄 또는 알루미늄 합금, 크롬 또는 크롬 합금, 몰리브덴 또는 몰리브덴 합금 

등과 같은 금속 물질을 사용하여 형성되어 있다. 게이트 배선(132, 134)은 단일층 이외에 이중층 이상의 층구조로 형

성될 수 있는데, 이 경우에는 적어도 하나의 층은 저저항 특성이 있는 물질로 형성하는 것이 바람직하다.

또한, 게이트 절연막(120) 위에는 이러한 게이트 배선(132, 134)을 덮는 질화 규소 또는 산화 규소로 이루어진 층간 

절연막(140)이 형성되어 있다.

층간 절연막(140)과 게이트 절연막(120)에는 소스 전극(155)을 드러내는 제1 접촉 구멍(145) 및 드레인 전극(156)

을 드러내는 제2 접촉 구멍(146)이 형성되어 있다.
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층간 절연막(140) 위에는 세로 방향으로 뻗어 게이트선(132)에 교차하는 데이터선(152), 데이터선(152)에서 연장되

는 소스 전극(155) 및 소스 전극(155)에 대응하는 드레인 전극(156)을 포함하는 데이터 배선(152, 155, 156)이 형성

되어 있다. 소스 전극(155)은 제1 접촉 구멍(145)을 통하여 소스 영역(S)에 접촉되어 있고, 드레인 전극(156)은 제2 

접촉 구멍(146)을 통하여 드레인 영역(D)에 접촉되어 있다.

이러한 데이터 배선(152, 155, 156)은 알루미늄 또는 알루미늄 합금, 크롬 또는 크롬 합금, 몰리브덴 또는 몰리브덴 

합금 등과 같은 금속 물질을 사용하여 형성되어 있다. 데이터 배선(152, 155, 156)은 단일층 이외에 이중층 이상의 

층구조로 형성될 수 있는데, 이 경우, 적어도 한 층은 저저항 특성이 있는 물질로 형성하 는 것이 바람직하다.

층간 절연막(140) 위에는 이러한 데이터 배선(152, 155, 156)을 덮는 질화 규소 또는 산화 규소로 이루어진 보호막(

160)이 형성되어 있다.

보호막(160)에는 드레인 전극(156)을 드러내는 제3 접촉 구멍(166)이 형성되어 있다. 또한, 보호막(160), 층간 절연

막(140) 및 게이트 절연막(120)에는 게이트 배선(132, 134), 데이터 배선(152, 155, 156) 및 반도체 패턴(110)이 둘

러싸는 영역의 즉, 투과창 영역의 절연 기판(100) 부분을 드러내는 개구부(P)가 형성되어 있다.

보호막(160) 위에는 제3 접촉 구멍(166)을 통하여 드레인 전극(156)에 접촉하고 화소 전극(172)이 형성되어 있다. 

화소 전극(172)은 ITO 또는 IZO와 같은 투명 도전 물질로 형성하며, 개구부(P)를 통하여 드러난 절연 기판(100)에 

직접 접하고 있다.

이러한 구조로 인하여, 절연 기판(100)의 후면에 부착되는 백라이트(도시하지 않음)에서 나오는 빛은 절연 기판(10)

만을 통과한 후, 바로 화소 전극(172)을 투과하기 때문에 투과율이 높다. 따라서, 고휘도를 달성할 수 있다.

그러면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법을 도 10a 내지 도 13b 및 앞서의 도 8 및 

도 9를 참조하여 설명한다.

우선, 도 10a 및 도 10b에 도시한 바와 같이, 절연 기판(100) 위에 비정질 규소막을 증착한 후, 고온 결정화법 혹은, 

레이저 결정화법에 의하여 이 비정질 규소막을 다결정 규소막으로 결정화시킨다. 이어, 이 다결정 규소막을 사진 식각

공 정으로 패터닝하여 반도체 패턴(110)을 형성한다.

다음, 도 11a 및 도 11b에 도시한 바와 같이, 절연 기판(100) 위에 반도체 패턴(110)을 덮는 질화 규소 또는 산화 규

소로 이루어진 게이트 절연막(120)을 형성한다.

이어, 게이트 절연막(120) 위에 게이트 배선용 금속층을 증착한 후, 이 금속층을 사진 식각 공정으로 패터닝하여 게이

트선(132) 및 게이트 전극(134)을 포함하는 게이트 배선(132, 134)을 형성한다. 이 때, 게이트 전극(134)은 반도체 

패턴(110)의 일부와 중첩하도록 형성한다.

이어, 게이트 배선(132, 134)을 마스크로하여 반도체 패턴(110)에 도전형 불순물을 도핑한다. 불순물 도핑 결과, 게

이트 전극(134)의 좌우에 위치하는 반도체 패턴(110) 부분에는 불순물이 도핑되어 소스 영역(S) 및 드레인 영역(D)이

형성된다. 게이트 전극(134)의 블로킹에 의하여 불순물이 도핑되지 않는 반도체 패턴(110) 부분은 채널 영역(C)이 된

다.

다음, 도 12a 및 도 12b에 도시한 바와 같이, 게이트 절연막(120) 위에 게이트 배선(132, 134)을 덮는 질화 규소 또는

산화 규소로 이루어진 층간 절연막(140)을 형성한다.

이어, 층간 절연막(140) 및 게이트 절연막(120)을 사진 식각 공정으로 패터닝하여 반도체 패턴(110)의 소스 영역(S) 

및 드레인 영역(C)을 드러내는 제1 및 제2 접촉 구멍(145, 146)을 각각 형성한다.

이어, 제1 및 제2 접촉 구멍(145, 146)이 형성된 기판의 전면에 데이터 배 선용 금속층을 증착한 후, 이 금속층을 사

진 식각 공정으로 패터닝하여 게이트선 (132)에 교차하는 데이터선(152), 제1 및 제2 접촉 구멍(145, 146)을 통하여 

소스 및 드레인 영역(S, D)에 접촉하는 소스 및 드레인 전극(155, 156)을 포함하는 데이터 배선(152, 155, 156)을 형

성한다.

다음, 도 13a 및 도 13b에 도시한 바와 같이, 층간 절연막(140) 위에 데이터 배선(152, 155, 156)을 덮는 질화 규소 

또는 산화 규소로 이루어진 보호막(160)을 형성한다.

이어, 보호막(160), 층간 절연막(140) 및 게이트 절연막(120)을 사진 식각 공정으로 패터닝하여 드레인 전극(156)을 

드러내는 제3 접촉 구멍(166) 및 게이트 배선(132, 134), 데이터 배선(152, 155, 156) 및 반도체 패턴(110)으로 둘
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러싸인 영역 즉, 투과창 영역의 절연 기판(100) 부분을 드러내는 개구부(P)를 형성한다. 이 때, 제3 접촉 구멍(166)은

보호막(160)을 식각하여 형성하고, 개구부(P)는 보호막(160), 층간 절연막(140) 및 게이트 절연막(120)으로 이루어

진 3중층의 절연막(120, 140, 160)을 식각하여 형성한다.

다음, 도 8 및 도 9에 도시한 바와 같이, 제3 접촉 구멍(166) 및 개구부(P)가 형성된 기판 전면에 ITO 또는 IZO로 이

루어진 투명 도전층을 증착한 후, 이 투명 도전층을 사진 식각 공정으로 패터닝하여 제3 접촉 구멍(166)을 통하여 드

레인 전극(156)에 접촉하고, 개구부(P)를 통하여 절연 기판(100)에 접하는 화소 전극(172)을 형성한다.

상술된 실시예는 화소 전극(82) 하단에 위치하는 세 층의 절연막인 게이트 절연막(120), 층간 절연막(140) 및 보호막

(160)을 모두 제거하는 구성을 보여준다. 그러나, 이들 절연막(120, 140, 160) 중 하나의 절연막 혹은 두 개의 절연막

만을 제거하여도 액정 표시 장치용 기판의 휘도를 높일 수 있다.

예를 들어, 도 14에 도시한 바와 같이, 화소 전극(172)의 하단부에 위치하는 게이트 절연막(120) 및 층간 절연막(140

)만을 제거할 수 있다. 도 14에 보인 액정 표시 장치용 기판에는, 게이트 절연막(120) 및 층간 절연막(140)에 게이트 

배선(132, 134), 데이터 배선(152, 155, 156) 및 반도체 패턴(110)으로 둘러싸인 영역의 절연 기판(100) 부분을 드

러내는 개구부(P)가 형성되어 있다. 그리고, 이 개구부(P)를 포함하여 기판 전면을 보호막(160)이 덮고 있으며, 제3 

접촉 구멍(166)을 통하여 드레인 전극(156)에 연결된 화소 전극(172)이 보호막(160) 위에 형성되어 있다. 이 때, 보

호막(160)은 기판의 평탄화를 위하여, 질화 규소 대신, 아크릴 수지 등과 같은 유기 절연 물질로 형성하는 것이 바람

직하다.

이러한 액정 표시 장치용 기판을 제조하는 방법은 상술한 제조 공정과 유사하다.

우선, 도 12a 및 도 12b에 도시한 바와 같이, 절연 기판(10) 위에 반도체 패턴(110), 게이트 절연막(120), 게이트 배

선(132, 134)을 형성한 후, 층간 절연막(140)을 형성한다. 그리고, 층간 절연막(140) 및 게이트 절연막(120)을 사진 

식각하여 제1 및 제2 접촉 구멍(145, 146)을 형성할 때, 개구부(P)도 함께 형성한다. 이어, 데이터 배선(152, 155, 15

6) 및 보호막(160)을 형성하고, 보호막(160)에 드레인 전극(156)을 드러내는 제3 접촉 구멍(166)을 형성한 후, 보 호

막(160) 위에 드레인 전극(156)에 접촉하는 화소 전극(172)을 형성한다. 이 때, 보호막(160) 및 화소 전극(172)은 게

이트 절연막(120) 및 층간 절연막(140)에 형성된 개구부(P)를 덮는다.

혹은, 절연 기판(100) 위에 데이터 배선(152, 155, 156)까지 형성한 후, 게이트 절연막(120) 및 층간 절연막(140)에 

개구부(P)를 형성할 수 있다.

한 편, 빛의 투과율을 높이기 위해서 투과창 영역에 위치하는 절연막의 두께를 줄일 수 있다. 이를 도 15를 참조하여 

설명한다.

도 15는 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치의 단면도를 나타낸 것으로, 도 1에 보인 배치도의 절단선 Ⅱ-

Ⅱ'에 따른 단면 구조를 나타낸 것이다.

투과창 영역(L)에서의 게이트 절연막(30) 및 보호막(70)에 개구부(P)를 형성하는 대신에, 그 부분에서의 절연막(30, 

70)의 두께를 다른 부분에 비하여 얇게 형성한다. 이 경우, 투과창 영역(L)에서의 빛의 투과율을 향상시킬 수 있다.

이와 같이, 부분적으로 다른 두께를 가지는 절연막(30, 70)은 제조 공정 중에 반투과 마스크나 별도의 마스크를 추가

로 사용하여 형성할 수 있다.

반투과 마스크는 부분적으로 다른 광 투과율을 가지는 마스크로서, 예를 들어, 광이 전면 투과하는 투과 영역, 광이 

투과하지 못하는 비투과 영역, 광이 소정 비율로 투과하는 반투과 영역을 가진다. 여기서, 반투과 영역은 주로 슬릿(sl

it)이나 격자 형태의 패턴, 혹은 반투명막이 형성되어 있다. 이때, 슬릿 사이에 위치한 패턴의 선 폭이나 패턴 사이의 

간격, 즉 슬릿의 폭은 노광시 사용하는 노광기의 분해능보다 작은 것이 바람직하며, 반투명막을 이용하는 경우에는 

마스크를 제작할 때 투과율을 조절하기 위하여 다른 투과율을 가지는 박막을 이용하거나 두께가 다른 박막을 이용할 

수 있다.

이러한 반투과 마스크를 통하여 감광막을 노광 및 현상하면, 부분적으로 다른 두께를 가지는 감광막 패턴을 형성할 

수 있다. 마스크의 비투과 영역에 대응하는 감광막 부분은 도포 당시와 비슷한 두께로 잔존하게 되고(이하, 감광막의 

제1 부분이라 함), 반투과 영역에 대응하는 감광막 부분은 소정 두께로 잔존하게 되고(감광막의 제2 부분이라 함), 광

투과 영역에 대응하는 감광막 부분은 잔존하지 않 게 된다.

이러한 반투과 마스크를 이용하여 투과창 영역(L)에 위치하는 부분이 상대적으로 얇은 게이트 절연막(30)은 반도체 

패턴(42) 및 저항성 접촉층 패턴(52)과 함께 형성할 수 있다.
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이를 위하여, 도 16에 도시한 바와 같이, 게이트 배선(22, 24)을 덮는 게이트 절연막(30), 비정질 규소층(40) 및 도전

형 불순물이 도핑된 비정질 규소층(50)을 연속적으로 증착한다. 불순물이 도핑된 비정질 규소층(50) 위에 반투과 마

스크를 사용하여 서로 다른 두께를 가지는 감광막 패턴(PR1, PR2)을 형성한다. 이 때, 감광막의 제1 부분(PR1)은 반

도체 패턴이 형성될 부분에 위치하게 하고, 게이트 절연막(30)의 일부가 제거될 투과창 영역(L)에는 감광막이 잔존하

지 않게 한다. 그리고, 감광막의 제2 부분(PR2)은 그 외의 부분에 위치하게 한다.

이어, 이러한 감광막 패턴(PR1, PR2)을 마스크로하여, 투과창 영역(L)에 위치하는 게이트 절연막(30) 부분을 제거한

다.

다음, 도 17에 도시한 바와 같이, 감광막의 제2 부분(PR2)을 제거하여 감광막의 제1 부분(PR1)을 남겨둔다. 이 때, 

감광막의 제1 부분(PR1)의 두께는 감광막의 제2 부분(PR2)의 두께만큼 제거된 상태를 가지게 된다. 그리고, 감광막

의 제2 부분(PR2)이 제거된 부분은 불순물이 도핑된 비정질 규소층(50)이 드러나게 된다.

다음, 도 18에 도시한 바와 같이, 잔류된 감광막의 제1 부분(PR1)을 마스크로 불순물이 도핑된 비정질 규소층(50)과 

비정질 규소층(42)을 식각하여 저항성 접촉층 패턴(52) 및 반도체 패턴(42)을 형성한다.

이어, 감광막의 제1 부분(PR1)을 제거하면 된다.

한편, 별도의 마스크를 추가로 사용하는 경우에는, 투과창 영역(L)에 대응되는 게이트 절연막(30) 부분을 일부 제거

하는 방식으로 게이트 절연막(30)의 두께를 조절한다. 즉, 도 4b에 도시한 바와 같이, 반도체 패턴(42) 및 저항성 접

촉층 패턴(52)을 형성한 후, 투과창 영역(L)에 대응되는 게이트 절연막(30) 부분을 드러내는 감광막 패턴을 형성한 후

, 이 감광막 패턴을 마스크로 게이트 절연막(30)의 드러난 부분을 일부 제거하면 된다.

또 한, 반투과 마스크를 이용하여 투과창 영역(L)에 위치하는 부분이 상대적으로 얇은 보호막(70)은 드레인 전극(66)

을 드러내는 접촉 구멍(72)과 함께 형성할 수 있다.

도 19에 도시한 바와 같이, 데이터 배선(62, 65, 66) 및 반도체 패턴(42)을 덮는 보호막(70)을 증착한다. 이어, 보호막

(70) 위에 반투과 마스크를 사용하여 서로 다른 두께를 가지는 감광막 패턴(PR1, PR2)을 형성한다.

이 때, 감광막의 제2 부분(PR2)은 보호막(70)의 일부가 제거될 투과창 영역(L)에 위치하게 하고, 접촉 구멍(72)이 형

성될 부분에는 감광막이 잔존하지 않게 한다. 그리고, 감광막의 제1 부분(PR1)은 그 외의 부분에 위치하게 한다.

이어, 이러한 감광막 패턴(PR1, PR2)을 마스크로하여, 보호막(70)을 식각하여 드레인 전극을 드러내는 접촉 구멍(72

)을 형성한다.

다음, 도 20에 도시한 바와 같이, 감광막의 제2 부분(PR2)을 제거하여 감광막의 제1 부분(PR1)을 남겨둔다. 이 때, 

감광막의 제1 부분(PR1)의 두께는 감광막의 제2 부분(PR2)의 두께만큼 제거된 상태가 된다. 그리고, 감광막의 제2 

부분(PR2)이 제거된 부분은 투과창 영역(L)에 위치하는 보호막(70) 부분이 드러나게 된다.

이어, 잔류된 감광막의 제1 부분(PR1)을 마스크로 보호막(70)의 일부를 제거한다.

이어, 감광막의 제1 부분(PR1)을 제거하면 된다.

한편, 별도의 마스크를 추가로 사용하는 경우에는, 투과창 영역(L)에 위치하는 보호막(70) 부분을 일부 제거하는 방

식으로 게이트 절연막(70)의 두께를 조절한다.

즉, 도 6b에 도시한 바와 같이,드레인 전극(66)을 드러내는 접촉 구멍(72)을 형성하는 공정에서 게이트 절연막(30) 및

보호막(70)에 개구부(P)를 형성하는 대신에, 투과창 영역(L)에 위치하는 보호막(70) 부분을 드러내는 감광막 패턴을 

형성한후,이 감광막 패턴을 마스크로 보호막(70)의 드러난 부분을 일부 제거하면 된다.

도 21은 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치의 단면도를 나타낸 것으로, 도 8에 보인 배치도의 절단선 Ⅸ-

Ⅸ'에 따른 단면 구조를 나타낸 것이다.

투과창 영역(L)에서의 게이트 절연막(120), 층간 절연막(140) 및보호막(160)에 개구부(P)를 형성하는 대신에, 그 부

분에서의 절연막(120, 140, 160)의 두께를 다른 부분에 비하여 얇게 형성한다. 이 경우, 투과창 영역(L)에서의 빛의 

투과율을 향상시킬 수 있다.
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이 때, 투과창 영역(L)에 위치하는 부분이 상대적으로 얇은 게이트 절연막(120)을 형성하고자 하는 경우에는 투과창 

영역(L)을 드러내는 감광막 패턴을 사용하여 게이트 절연막(120)의 일부를 식각한다.

층간 절연막(140) 및 보호막(160)은 접촉 구멍을 형성하면서 함께 투과창 영역(L)에 위치하는 절연막(140, 160) 부

분을 함께 줄인다. 이와 같이 절연막에 접촉 구멍을 형성하면서 절연막의 일부분을 부분적으로 식각하는 방법에 대해

서는 본 발명의 제3 실시예에 따른 제조 공정에서 도 19 및 도 20을 참조하여 이미 설명한 바와 같다.

상술한 바와 같이, 본 발명에서는 빛의 투과율을 높이기 위하여, 투과창 영역에 위치하는 절연막들을 제거하거나, 그

의 두께를 줄인다.

발명의 효과

본 발명에서는 기판과 화소 전극 사이에 있는 다층의 절연막 중 적어도 하나이상의 절연막을 제거하여 기판과 화소 

전극사이를 통과하는 빛의 경로를 단축시킴으로써,액정표시장치에서의 빛의 투과율을 높일 수 있고 고휘도를 달성할

수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
기판,

상기 기판 위에 형성되는 게이트선 및 게이트 전극을 포함하는 게이트 배선,

상기 게이트 배선을 덮는 게이트 절연막,

상기 게이트 절연막 위에 형성되는 반도체 패턴,

상기 게이트 절연막 위에 상기 게이트선에 교차하게 위치하는 데이터선, 상기 데이터선에 연결되어 상기 반도체 패턴

에 전기적으로 연결되는 소스 전극 및 상기 소스 전극에 대응하여 상기 반도체 패턴에 전기적으로 연결되는 드레인 

전극을 포함하는 데이터 배선,

상기 데이터 배선 및 상기 반도체 패턴을 덮는 보호막,

상기 보호막에 상기 드레인 전극을 드러내는 접촉 구멍,

상기 접촉 구멍을 통하여 상기 드레인 전극에 연결되어 있는 화소 전극을 포함하고,

상기 보호막 및 상기 게이트 절연막 중의 적어도 하나는 개구부를 가지며, 상기 개구부는 상기 화소 전극과 중첩하는 

액정 표시 장치용 기판.

청구항 2.
제1항에서,

상기 게이트 절연막 및 상기 보호막은 각각 개구부를 가지고 있는 액정 표시 장치용 기판.

청구항 3.
제1항에서,

상기 반도체 패턴은 비정질 규소로 형성되어 있는 액정 표시 장치용 기판.

청구항 4.
기판,

상기 기판 위에 형성되어 있고, 도전형 불순물의 도핑 영역인 소스 영역 및 드레인 영역과 도전형 불순물의 비도핑 영

역인 채널 영역을 가지는 반도체 패턴
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상기 반도체 패턴을 덮는 게이트 절연막,

상기 게이트 절연막 위에 형성되는 게이트선 및 상기 게이트선에서 연장되어 있고 상기 채널 영역의 상부에 위치하는

게이트 전극을 포함하는 게이트 배선,

상기 게이트 배선을 덮는 층간 절연막,

상기 층간 절연막 및 상기 게이트 절연막에 각각 형성되어 있고, 상기 소스 영역 및 상기 드레인 영역을 드러내는 제1

및 제2 접촉 구멍,

상기 층간 절연막 위에 형성되어 있고, 상기 게이트선에 교차하게 위치하는 데이터선, 상기 데이터선에 연결되어 제1 

접촉 구멍을 통하여 상기 소스 영역에 연결되는 소스 전극 및 상기 제2 접촉 구멍을 통하여 상기 드레인 영역에 연결

되는 드레인 전극을 포함하는 데이터 배선,

상기 데이터 배선을 덮는 보호막,

상기 보호막에 상기 드레인 전극을 드러내는 제3 접촉 구멍,

상기 제3 접촉 구멍을 통하여 상기 드레인 전극에 연결되어 있는 화소 전극을 포함하고,

상기 보호막, 상기 층간 절연막 및 상기 게이트 절연막 중의 적어도 하나는 개구부를 가지며, 상기 개구부는 상기 화소

전극과 중첩하는 액정 표시 장치용 기판.

청구항 5.
제4항에서,

상기 게이트 절연막, 상기 층간 절연막 및 상기 보호막은 각각 개구부를 가지고 있는 액정 표시 장치용 기판.

청구항 6.
제4항에서,

상기 반도체 패턴은 다결정 규소로 형성되어 있는 액정 표시 장치용 기판.

청구항 7.
기판,

상기 기판 위에 형성되는 게이트선 및 게이트 전극을 포함하는 게이트 배선,

상기 게이트 배선을 덮는 게이트 절연막,

상기 게이트 절연막 위에 형성되는 반도체 패턴,

상기 게이트 절연막 위에 상기 게이트선에 교차하게 위치하는 데이터선, 상기 데이터선에 연결되어 상기 반도체 패턴

에 전기적으로 연결되는 소스 전극 및 상기 소스 전극에 대응하여 상기 반도체 패턴에 전기적으로 연결되는 드레인 

전극을 포함하는 데이터 배선,

상기 데이터 배선 및 상기 반도체 패턴을 덮는 보호막,

상기 보호막에 상기 드레인 전극을 드러내는 접촉 구멍,

상기 접촉 구멍을 통하여 상기 드레인 전극에 연결되어 있는 화소 전극을 포함하고,

상기 보호막 및 상기 게이트 절연막 중의 적어도 하나는 상기 화소 전극과 중첩하는 부분이 다른 부분보다 얇은 두께

를 가지는 액정 표시 장치용 기판.

청구항 8.
제7항에서,
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상기 반도체 패턴은 비정질 규소로 형성되어 있는 액정 표시 장치용 기판.

청구항 9.
기판,

상기 기판 위에 형성되어 있고, 도전형 불순물의 도핑 영역인 소스 영역 및 드레인 영역과 도전형 불순물의 비도핑 영

역인 채널 영역을 가지는 반도체 패턴

상기 반도체 패턴을 덮는 게이트 절연막,

상기 게이트 절연막 위에 형성되는 게이트선 및 상기 게이트선에서 연장되어 있고 상기 채널 영역의 상부에 위치하는

게이트 전극을 포함하는 게이트 배선,

상기 게이트 배선을 덮는 층간 절연막,

상기 층간 절연막 및 상기 게이트 절연막에 각각 형성되어 있고, 상기 소스 영역 및 상기 드레인 영역을 드러내는 제1

및 제2 접촉 구멍,

상기 층간 절연막 위에 형성되어 있고, 상기 게이트선에 교차하게 위치하는 데이터선, 상기 데이터선에 연결되어 제1 

접촉 구멍을 통하여 상기 소스 영역에 연결되는 소스 전극 및 상기 제2 접촉 구멍을 통하여 상기 드레인 영역에 연결

되는 드레인 전극을 포함하는 데이터 배선,

상기 데이터 배선을 덮는 보호막,

상기 보호막에 상기 드레인 전극을 드러내는 제3 접촉 구멍,

상기 제3 접촉 구멍을 통하여 상기 드레인 전극에 연결되어 있는 화소 전극을 포함하고,

상기 보호막, 상기 층간 절연막 및 상기 게이트 절연막 중의 적어도 하나는 상기 화소 전극과 중첩하는 부분이 다른 

부분보다 얇은 두께를 가지는 액정 표시 장치용 기판.

청구항 10.
제9항에서,

상기 반도체 패턴은 다결정 규소로 형성되어 있는 액정 표시 장치용 기판.

청구항 11.
기판 위에 형성되는 게이트선 및 게이트 전극을 포함하는 게이트 배선을 형성하는 단계,

상기 게이트 배선을 덮는 게이트 절연막을 형성하는 단계,

게이트 절연막 위에 형성되는 반도체 패턴을 형성하는 단계,

상기 게이트 절연막 중 광이 투과하는 영역에 해당하는 부분의 상부 일부를 제거하는 단계,

상기 게이트 절연막 위에 상기 게이트선에 교차하게 위치하는 데이터선, 상기 데이터선에 연결되어 상기 반도체 패턴

에 전기적으로 연결되는 소스 전극 및 상기 소스 전극에 대응하여 상기 반도체 패턴에 전기적으로 연결되는 드레인 

전극을 포함하는 데이터 배선을 형성하는 단계,

상기 데이터 배선 및 상기 반도체 패턴을 덮는 보호막을 형성하는 단계,

상기 보호막에 상기 드레인 전극을 드러내는 접촉 구멍을 형성하는 단계,

상기 접촉 구멍을 통하여 상기 드레인 전극에 연결되어 있는 화소 전극을 형성하는 단계

를 포함하는 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법.
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청구항 12.
제11항에서,

상기 반도체 패턴을 형성하는 단계와 상기 게이트 절연막의 상부 일부를 제거하는 단계는 하나의 반투과형 마스크를 

사용하여 진행하는 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법.

청구항 13.
제11항에서,

상기 접촉 구멍을 형성한 후, 상기 보호막 중 상기 광이 투과하는 영역에 해당하는 부분의 상부 일부를 제거하는 단계

를 더 포함하는 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법.

청구항 14.
제13항에서,

상기 접촉 구멍을 형성하는 단계와 상기 보호막의 상부 일부를 제거하는 단계는 하나의 반투과형 마스크를 사용하여 

진행하는 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법.

청구항 15.
기판 위에 반도체 패턴을 형성하는 단계,

상기 반도체 패턴을 덮는 게이트 절연막을 형성하는 단계,

상기 게이트 절연막 중 광이 투과하는 영역에 해당하는 부분의 상부 일부를 제거하는 단계,

상기 게이트 절연막 위에 형성되는 게이트선 및 상기 게이트선에서 연장되어 있고 상기 반도체 패턴 위에 위치하는 

게이트 전극을 포함하는 게이트 배선을 형성하는 단계,

상기 게이트 전극을 마스크로 상기 반도체 패턴에 불순물을 도핑하여 상기 반도체 패턴에 소스 영역 및 드레인 영역

을 형성하는 단계,

상기 게이트 배선을 덮는 층간 절연막을 형성하는 단계,

상기 층간 절연막 및 상기 게이트 절연막에 상기 소스 영역 및 상기 드레인 영역을 드러내는 제1 및 제2 접촉 구멍을 

형성하는 단계,

상기 층간 절연막 위에 상기 게이트선에 교차하게 위치하는 데이터선, 상기 데이터선에 연결되어 제1 접촉 구멍을 통

하여 상기 소스 영역에 연결되는 소스 전극 및 상기 제2 접촉 구멍을 통하여 상기 드레인 영역에 연결되는 드레인 전

극을 포함하는 데이터 배선을 형성하는 단계,

상기 데이터 배선을 덮는 보호막을 형성하는 단계,

상기 보호막에 상기 드레인 전극을 드러내는 제3 접촉 구멍을 형성하는 단계,

상기 제3 접촉 구멍을 통하여 상기 드레인 전극에 연결되어 있는 화소 전극을 형성하는 단계

를 포함하는 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법.

청구항 16.
제15항에서,

상기 제1 및 제2 접촉 구멍을 형성한 후, 상기 층간 절연막 중 상기 광이 투과하는 영역에 해당하는 부분의 상부 일부

를 제거하는 단계를 더 포함하는 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법.

청구항 17.
제16항에서,
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상기 제1 및 제2 접촉 구멍을 형성하는 단계와 상기 층간 절연막의 상부 일부를 제거하는 단계는 하나의 반투과형 마

스크를 사용하여 진행하는 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법.

청구항 18.
제15항 또는 제16항에서,

상기 제3 접촉 구멍을 형성한 후, 상기 보호막 중 상기 광이 투과하는 영역에 해당하는 부분의 상부 일부를 제거하는 

단계를 더 포함하는 액정 표시 장치용 기판 의 제조 방법.

청구항 19.
제18항에서,

상기 제3 접촉 구멍을 형성하는 단계와 상기 보호막의 상부 일부를 제거하는 단계는 하나의 반투과형 마스크를 사용

하여 진행하는 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법.
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김현재
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

液晶显示装置用基板及其制造方法技术领域本发明涉及液晶显示装置用
基板及其制造方法，为了提高亮度，除去位于像素电极下方的绝缘膜部
分或减小其厚度。对于根据本发明的液晶显示装置的基板，栅极布线上
形成包括栅极线和衬底上的栅极电极，和覆盖所述栅极线的栅极绝缘
膜，形成栅极绝缘膜在半导体图案。在栅极绝缘膜上形成数据线，包括
与栅极线交叉的数据线，连接到数据线并电连接到半导体图案的源极电
极，以及电连接到对应于源极电极的半导体图案的漏极电极那里。保护
膜覆盖这些数据布线和半导体图案，并且在保护膜中形成接触孔以暴露
漏电极。像素电极通过接触孔连接到漏电极。保护膜和栅极绝缘膜中的
至少一个具有开口部分，该开口部分与像素电极重叠。 1 指数方面 用于
液晶显示器的基板，透射率，亮度，绝缘膜，开口

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/f1bd31db-4731-4c83-bfaa-d3fb9b231886
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/029572836/publication/KR20030045400A?q=KR20030045400A

